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PARTE PRIMA
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1) Nel circuito in figura, 1 transistori MOS sono caratterizzati dai coefficienti 3 e dalla stessa tensione di
soglia V= [Vrp|= V1. Si determinino le larghezze di canale W di ciascun transistore in maniera tale che il
tempo complessivo di propagazione attraverso la catena sia pari a 200 ps.

2) Assumendo inoltre che il segnale di ingresso abbia andamento periodico, si determini la massima
frequenza di tale segnale tale da mantenere la potenza media dissipata dall’intero circuito inferiore o
uguale a 5 mW.

3) Si calcolino infine, a scopo di verifica, 1 valori dei tempi di propagazione di ciascuno stadio.

Ai fini delle considerazioni di cui sopra, si assuma:

« che i tempi di propagazione di ciascuno stadio possano essere approssimati al caso ideale (ingresso a
gradino);

« che, ai fini del calcolo delle capacita di ingresso di ciascuno stadio, il gate di ciascun transistore possa
essere approssimato da una capacita costante: Cg=€ox/tox WxL;

« che ciascun transistore abbia lunghezza di canale minima (L=Ly,);

. che sia trascurabile, ai fini del calcolo della potenza dinamica media, il contributo della potenza di
“corto circuito”;

. siainoltre, ai fini della minimizzazione del tempo di propagazione, C;/C,=C,/C=C,/Cy.

VT:O.6 V,
VDD:3-5 V,

CL: 1 pF,

Limin =1 pum,

Ly = 600 cm*/(V s),
1, = 600 cm®/(V s),
tox= 6 N,

E€ox = 34.554 pF/m.



L:'J L = S
4 ¥ i
:E'-..‘.'h?; [ A -"T{ p ok
f Y 4% @3%
T
ur}-"""r) :_ Mg
o .
Lo | +_|’._"— g
(bf? ) e
S T .

i

.
ik e o L

a9

'sa'
1
Al
i

T

& |0

/"T"‘\_
s, R

i _F;g = g{c _TLJB H%J-_-r_‘:
leccay Disgy lele ,j-’l c.___m:w | olel
j[‘Z_C.:H_c:.__q_c: A NI Ve
4 - 1..—5 {N




